
ไมโครชิพ ขยายกลุมผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสกําลัง

ประเภท Silicon Carbide (SiC) เพื่อยกระดับระบบ

ทัง้ประสิทธิภาพ ขนาด และความนาเชื่อถือ

พาวเวอรโมดูลแบบ SBD มีแรงดันไฟใหเลือกทัง้ 700, 1200 และ 1700V ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการสวิตชิ่ง ลด

อุณหภูมิภายนอก และทําใหฟุตพรินทของระบบมีขนาดเล็กลงได

ความตองการระบบที่ใช Silicon Carbide (SiC) เป็นวัสดุหลักนัน้ยังคงขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทัง้ลดขนาดและน้ําหนัก ซึ่งทําใหวิศวกรสามารถสรางสรรคโซลูชันพลังงานที่แปลกใหมได

สําหรับรูปแบบการใชงานเทคโนโลยี SiC นัน้ มีตัง้แตรถยนตไฟฟ าและสถานีชารจพลังงาน ไปจนถึงสมารทกริดและ

ระบบไฟฟ าของเครื่องบินและภาคอุตสาหกรรม ดวยเหตุน้ี บริษทั ไมโครชิพ เทคโนโลยี จํากัด (Nasdaq: MCHP)

จึงไดประกาศขยายกลุมผลิตภัณฑพาวเวอรโมดูลประเภท SiC ที่มีขนาดเล็กลง เบาลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยนอกจากไมโครคอนโทรลเลอร (MCUs) หลากหลายแบบ และผลิตภัณฑกลุมแอนะล็อกแลว ไมโครชิพยังพรอม

ตอบรับความตองการในดานการควบคุมระบบกําลังไฟสูง ไดรฟ  และ power stage ซึ่งถือเป็นการใหการสนับสนุน

ลูกคาดวยโซลูชันระบบที่ครบถวนสมบูรณ

ผลิตภัณฑตระกูล SiC ของไมโครชิพ ประกอบดวยพาวเวอรโมดูลแบบ Schottky Barrier Diode (SBD) ที่มี

คุณสมบัติเหมาะสําหรับการใชงานในเชิงพาณิชย โดยมีแรงดันไฟที่แตกตางกัน ไดแก 700, 1200 และ 1700V พา

วเวอรโมดูลตระกูลใหมน้ีใชเทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง Dual Diode, Full Bridge, Phase Leg, Dual

Common Cathode และ 3-Phase bridge โดยนอกเหนือจากการนําเสนอตัวเลือกแรงดันไฟและแพ็กเกจที่แตกตาง

กันแลว การเพิ่มโมดูลแบบ SiC SBD เขามาน้ี จะทําใหการออกแบบระบบตาง ๆ งายขึ้น ดวยการรวม SiC diode

die หลายประเภทเขาดวยกันเพื่อผสมและจับคูซับเตรตและแผนรองฐานเขาไวในโมดูลตัวเดียว ซึ่งจะชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการสวิตชิ่งใหถึงขีดสุด ตลอดจนลดอุณหภูมิภายนอก และทําใหฟุตพรินทของระบบมีขนาดเล็กลงได

“การใชและขยายการใชเทคโนโลยี SiC ถือเป็นพลังขับเคลื่อนนวัตกรรมระบบในยุคปัจจุบัน และไมโครชิพยืนอยู

แถวหน าของวงการ ดวยการทํางานรวมกับลูกคาทัว่ทุกสวนตลาดและทุกภูมิภาคทัว่โลก” Leon Gross รองประธาน

หนวยธุรกิจ Discrete Product Group ของไมโครชิพ กลาว “เรายังคงมุงเนนใหความสําคัญไปที่การสงมอบ

โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและเชื่อถือได ตัง้แตการกําหนดนิยามไปจนถึงการออกผลิตภัณฑ เทคโนโลยี SiC ของเรา

มอบความทนทานและความนาเชื่อถือที่เหนือกวา ชวยใหนักออกแบบระบบสามารถมัน่ใจไดถึงอายุการใชงานที่ยาว

นาน โดยไมเสื่อมประสิทธิภาพ”

https://www.thaimediapr.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9e-%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9e-%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9e-%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9e-%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9e-%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0/


กลุมผลิตภัณฑพาวเวอรโมดูล SiC SBD ที่เปิดตัวใหมน้ี มีความหยุน เพราะมีกําลังไฟใหเลือกหลายขนาด ไดแก

700, 1200 และ 1700V โดยใชเทคโนโลยี SiC die รุนใหมลาสุดของไมโครชิพ ซึ่งเพิ่มความทนทานและความนา

เชื่อถือใหกับระบบ และใหอายุการใชงานที่ยาวนานและยัง่ยืน คุณสมบัติ high avalanche ของอุปกรณทําใหนัก

ออกแบบระบบสามารถลดความจําเป็นในการใชวงจรสนับเบอร (snubber circuits) ขณะที่ความเสถียรของ body

diode ทําใหนักออกแบบสามารถใช internal body diode ไดโดยไมเสื่อมสภาพในระยะยาว อุปกรณผานการ

ทดสอบจากหนวยงานอิสระจากภายนอก รวมถึงการทดสอบภายในของไมโครชิพเอง ซึ่งผลการวัดความนาเชื่อถือที่

สําคัญตาง ๆ พิสูจนยืนยันถึงสมรรถนะที่เป็นเลิศของอุปกรณจากไมโครชิพ เมื่อเทียบกับอุปกรณของผูผลิต SiC ราย

อื่น ๆ

เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนา

บริษทัขอแนะนํา 30 kW 3-Phase Vienna Power Factor Correction (PFC), SiC discrete และ SP3/SP6LI

module drive reference designs/boards เพื่อใหนักพัฒนาระบบมีเครื่องมือที่ชวยลดวงรอบเวลาการพัฒนา

การวางจําหนาย

ไมโครชิพเปิดจําหนายและเปิดรับคําสัง่ผลิตพาวเวอรโมดูลแบบ SiC SBDs ทัง้ขนาด 700, 1200 และ 1700V แลว

โดยผลิตภัณฑ SiC ทัง้หมดไดรับการสนับสนุนโดย SiC SPICE หลากหลายรุน ตลอดจนดีไซนตนแบบ SiC driver

board และดีไซนตนแบบ PFC Vienna ทัง้น้ี ผลิตภัณฑ SiC ของไมโครชิพ รับสัง่ผลิตในปริมาณมาก พรอมดวย

บริการสนบัสนุนที่เกี่ยวของ นอกจากน้ียังมีตัวเลือกแพ็กเกจและ die ที่หลากหลายสําหรับ SiC MOSFETs และ

SiC diodes ดวย

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอพนักงานขายหรือตัวแทนจําหนายทัว่โลกที่ไดรับแตงตัง้จากไมโครชิพ หรือเยี่ยม

ชมเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ SiC ของไมโครชิพ และสามารถซื้อผลิตภัณฑที่ระบุในขาวประชาสัมพันธฉบับน้ีได

โดยติดตอตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตจากไมโครชิพ

แหลงขอมูลและภาพ

ดูรูปภาพความละเอียดสูงไดที่ Flickr หรือติดตอกองบรรณาธิการ (สามารถนําไปเผยแพรไดตามสะดวก):

ภาพการใชงาน: https://www.flickr.com/photos/microchiptechnology/49580982513/in/dateposted/เกี่ยว

กับ ไมโครชิพ เทคโนโลยี

บริษทั ไมโครชิพ เทคโนโลยี จํากัด เป็นผูนําดานการจัดหาเซมิคอนดักเตอรสําหรับโซลูชัน่ควบคุมแบบฝังที่เป็น

อัจฉริยะ เชื่อมตอ และปลอดภัย เครื่องมือพัฒนาที่ใชงานงาย ตลอดจนกลุมผลิตภัณฑที่ครอบคลุม ชวยใหลูกคา

สามารถสรางสรรคงานออกแบบไดอยางเหมาะสม ซึ่งชวยลดความเสี่ยง ลดตนทุนโดยรวมของทัง้ระบบ และยังชวย



ลดระยะเวลาในการนําผลิตภัณฑออกสูตลาด โซลูชัน่ของบริษทัใหบริการลูกคามากกวา 120,000 รายในตลาด

อุตสาหกรรม ยานยนต ผูบริโภค อวกาศและการป องกันประเทศ การสื่อสารและการประมวลผล สํานักงานใหญของ

ไมโครชิพตัง้อยูที่เมืองแชนดเลอร รัฐแอริโซนา บริษทันําเสนอการสนับสนุนดานเทคนิคที่เป็นเลิศ พรอมกับการ

ขนสงและคุณภาพที่เชื่อถือได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซตของไมโครชิพที่
www.microchip.com

หมายเหตุ : ชื่อและโลโก The Microchip เป็นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษทั ไมโครชิพ เทคโนโลยี

จํากัด ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ เครื่องหมายการคาอื่น ๆ ทัง้หมดที่ระบุถึงในที่น้ี เป็นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั

ที่เป็นเจาของ


